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(54) integrierter Speicher mit Speicherzellen mit magneto resistivem Speichereffekt 



(57) Ein integrierter Speicher weist Speicherzellen 
(MC1 bis MC3) mit magneto resistivem Speichereffekt 
auf , diejeweilsmit einergemeinsamen elektrischen Lei- 
tung (WLk) verbunden sind. Die Leitung (WLk) weist ei- 
ne erste Leiterbahn (LB1) und eine zweite Leiterbahn 
(LB2) auf, sowie einen ersten AnschluB (A1) und zwei- 
ten Anschlu3 (A2), zwischen denen die Leitung (WLk) 
mit den Speicherzellen (MC1 bis MC3) verbunden ist. 



Die erste Leiterbahn (LB1) ist an dem ersten AnschluB 
(A1) mit einer Stromquelle (Q1) und die zweite Leiter- 
bahn (LB2) ist an dem zweiten AnschluB (A2) mit einer 
weiteren Stromquelle (Q2) verbunden zum Einschrei- 
ben von Daten in eine der Speicherzellen (MCI bis 
MC3). Dadurch ist eine relativ hohe Zuverlassigkeit des 
Speichers hinsichtlich der zu speichernden Daten er- 
moglicht 



FIG 2 
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Beschretbung 

[0001] Integrierter Speicher mit Speicherzellen mit 
magnetoresistivem Speichereffekt 
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft einen inte- 
grierten Speicher mit Speicherzellen mit magnetoresi- 
stivem Speichereffekt. 

[0003] Speicherzellen mit magnetoresistivem Spei- 
chereffekt weisen zur Speicherung von Datensignalen 
im allgemeinen in ihrem Zustand veranderbareferroma- 
gnetische Schichten auf . Dieser Speichereffekt ist all- 
gemein als sogenannter GMR-Effekt (Giant Magnetore- 
sitive) Oder TMR-Effekt (Tunnelling Magneto resistive) 
bekannt. Dabei ist der elektrische Widerstand einer der- 
artigen Speicherzelle abhangig von der Magnetisierung 
in den ferromagnetischen Schichten. 
[0004] Integrierte Speicher mit derartigen Speicher- 
zellen, auch als sogenannte M RAM- Speicher bezeich- 
net, sind oftmals ahnlich aufgebaut wie beispielsweise 
integrierte Speicher vom Typ DRAM. Derartige Spei- 
cher weisen im allgemeinen eine Speicherzellenanord- 
nung mit untereinander im wesentiichen parallel verlau- 
fenden Zeilenleitungen und Spaltenleitungen auf, wobei 
die Zeilenleitungen ublicherweise quer zu den Spalten- 
leitungen verlaufen. 

[0005] Ein derartiger MRAM-Speicher ist aus 
WO99/14760 bekannt Dort sind die Speicherzellen je- 
weils entiang von Zeilenleitungen zwischen die jeweili- 
ge Zeilenleitung und jeweiligen Spaltenleitungen ge- 
schaltet und mit der jeweiligen Spaltenleitung und Zei- 
lenleitung elektrisch verbunden. Die Speicherzellen mit 
magnetoresistivem Speichereffekt sind dabei hochoh- 
miger als die Zeilenleitungen und Spaltenleitungen. Die 
Spaltenleitungen sind zum Auslesen eines Datensi- 
gnals einer der Speicherzellen mit einem Leseverstar- 
ker verbunden. Zum Auslesen wird der auf der Spalten- 
leitung detektierbare Strom gemessen. 
[0006] Bei einem derartigen MRAM-Speicher sind 
keine Dioden oder Transistoren wie bei einem 
DRAM-Speicher vorhanden, die zum Auslesen eines 
Datensignals die Speicherzellen abhangig von der 
Adressierung mit der jeweiligen Spaltenleitung verbin- 
den. Dadurch erhalt man insbesondere Vorteile bei der 
geometrischen Anordnung der Speicherzellen. Insbe- 
sondere kann durch eine gestapelte Anordnung der 
Speicherzellen eine Platzersparnls bei der Anordnung 
der Speicherzellen erzielt werden. Allerdings tritt da- 
durch ein gewisser Leckstrom durch diejenigen Spei- 
cherzellen auf, die an einer ausgewahlten Zeilenleitung 
oder Spaltenleitung angeschlossen sind, jedoch nicht 
auszulesen oder zu beschreiben sind. 
[0007] Zum Schreiben von Information in eine. der 
Speicherzellen ist im allgemeinen ein Magnetfeldfurdie 
betreffende Speicherzelle zu erzeugen, das eine ma- 
gnetische Schicht der Speicherzelle in einen entspre- 
chenden Zustand versetzt. Dieses Magnetf eld wird 
durch jeweilige Strome (beziehungsweise durch Uber- 
lagerung von deren Magnetf eldern) erzeugt, die in die 



angeschlossene Zeilenleitung und Spaltenleitung an ei- 
ner jeweiligen Einspeisestelle eingespeist werden. In- 
folge der Leckstrome durch die an der betroffenen Zei- 
lenleitung und Spaltenleitung angeschlossenen Spei- 

5 cherzellen, die sich mit der Anzah! der Speicherzellen 
aufsummieren, ist dieser Strom an der Einspeisestelle 
in einem gewissen Toleranzbereich so einzustellen, daft 
sichergestellt ist, da3 auch fur alle Speicherzellen ent- 
iang der gemeinsamen Zeilenleitung oder Spaltenlei- 

10 tung der erfordeiiiche Strom zum Beschreiben einer der 
Speicherzellen eingespeist wird. Dies hat insbesondere 
zur Folge, daB eine treibende Stromquelle oder ein 
Stromtreiber entsprechend groB dimensioniert werden 
muB. AuBerdem werden die Speicherzellen abhangig 

15 von ihrer relativen Lage zur Einspeisestelle mit einem 
unterschiedlich starken Strom beziehungsweise Ma- 
gnetfeld beschrieben. Insgesamt kann die Zuveriassig- 
keit des Speichers hinsichtlich der zu speichernden Da- 
ten beeintrachtigt werden, wenn zum Beispiel durch Al- 

20 terung der Leckstrom einer oder mehrerer Speicherzel- 
len zunimmt und ein solcher Toleranzbereich relativ 
knapp bemessen ist. 

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen integrierten Speicher mit Speicherzellen mit ma- 
ss gnetoresistivem Speichereffekt anzugeben, bei dem ei- 
ne relativ hohe Zuverlassigkeit hinsichtlich der zu spei- 
chernden Daten ermoglicht ist. 

[0009] Die Aufgabe wird gelost durch einen integrier- 
ten Speicher mit Speicherzellen mit magnetoresistivem 
30 Speichereffekt, diejeweils mit einer gemeinsamen elek- 
trischen Leitung verbunden sind, bei dem die Leitung 
eine erste Leiterbahn und eine zweite Leiterbahn auf- 
weist, bei dem die Leitung einen ersten AnschluB und 
zweiten AnschluB aufweist und zwischen den Anschlus- 
35 sen an Kopplungsknoten mit den Speicherzellen ver- 
bunden ist, und bei dem der erste AnschluB der ersten 
Leiterbahn mit einer Stromquelle und der zweite An- 
schluB derzweiten Leiterbahn mit einer weiteren Strom- 
quelle verbunden sind zum Einschreiben von Informati- 
ve? on in eine der Speicherzellen. 

[0010] Durch den Einsatz von zwei Stromquellen, 
welche relativ zu den Speicherzellen an entgegenge- 
setzten Enden mit der gemeinsamen Leitung verbun- 
den sind, ergibt sich zum Einschreiben von Information 
45 in eine der Speicherzellen aus Sicht der Speicherzellen 
ein wesentlich gleichmaBigerer Verlauf des zu bewir- 
kenden Magnetfelds, das zum Einschreiben von Infor- 
mation erforderlich ist. Die von der Stromquelle und der 
weiteren Stromquelle eingespeisten Strome ergeben 
so ein nach dem Superpositionsprinzip resultierendes Ma- 
gnetfeid fur die betreffende Speicherzelle. 
[0011] Dadurch ist vorteilhaft vermieden, daB ein an 
einer einzelnen Stelle einzuspeisender Strom in einem 
relativ groBen Toleranzbereich eingestellt werden muB, 
55 urn die Leckstrome der an der Leitung angeschlossenen 
Speicherzellen, die fur einen Schreibvorgang nicht aus- 
gewahltsind, zu kompensieren. Ist ein solcher Toleranz- 
bereich beispielsweise relativ knapp bemessen, so 
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kann die Zuverlassigkeit des integrierten Speichers hin- 
sichtlich derzu speichemden Daten beeintrachtigt sein, 
wenn beispielsweise durch Alterung der Leckstrom ei- 

ner oder mehrerer Speicherzeilen zunimmt. Da bei der 

Erfindung der resultierende wirksame Strom zur Erzeu- 5 
gung des Magnetfeldes einen gleichmaBigeren Verlauf 
aufweist, wird dies weitgehend vermieden, wodurch der 
integrierte Speicher eine erhohte Zuverlassigkeit hin- 
sichtlich der zu speichemden Daten aufweist. 
[0012] In einer Weiterbildung der Erfindung sind die 10 
Speicherzeilen in einem Speicherzellenfeld angeord- 
net, das Spaltenleitungen undZeilenleitungen aufweist. 
Die Speicherzeilen sind dabei jeweils mit einer der Spal- 
tenleitungen und einer der Zeilenleitungen verbunden. 
Die gemeinsame Leitung ist dabei als eine der Zetlen- is 
leitungen Oder Spaltenleitungen ausgefQhrt. Dabei ist 
es vorteilhaft, daB alle Zeilenleitungen und Spaltenlei- 
tungen des integrierten Speichers jeweils zwei Leiter- 
bahnen aufweisen, die zum Einschreiben von Informa- 
tion jeweils mit einer Stromquelle verbunden sind. Es ist 20 
jedoch auch moglich, daB entweder die Zeilenleitungen 
oder die Spaltenleitungen in erfindungsgemaBer Weise 
ausgebildet sind. 

[0013] Die Stromquelle und die weitere Stromquelle 
konnen jeweils kleiner dimensioniert werden als eine 25 
einzelne Stromquelle, die einen Strom nuran einer ein- 
zelnen Einspeisestelle der betreffenden Leitung ein- 
speist Die zwei vorzusehenden Stromquellen konnen 
an geeigneterStelle, beispielsweise am Rand des Spei- 
cherzellenfeldes, angeordnet werden. Entsprechend 30 
dem Verlauf der Zeilenleitungen beziehungsweise Spal- 
tenleitungen befinden sich die Stromquelle und die wei- 
tere Stromquelle dabei an gegeniiberliegenden Seiten 
des Speicherzellenfeldes. 

[0014] Um einen weitgehend gleichmaBigen Verlauf 35 
des wirksamen Stroms zu erhalten, ist es vorteilhaft, 
daB die Stromquelle und die weitere Stromquelle jeweils 
einen Strom mit einem im wesentlichen gleichen Betrag 
einspeisen. Es ist daher vorteilhaft, daB die Stromquelle 
und die weitere Stromquelle einen weitgehend gleichen *o 
Schaltungsaufbau aufweisen. 

[0015] Weitere vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen 

sind in Unteranspruchen gekennzeichnet 

[001 6] Die Erfindung wird im folgenden anhand der in 

der Zeichnung dargestellten Figuren naher erlautert. Es 45 

zeigen: 

Figur 1 ein Ausfuhrungsbeispiel eines integrierten 
M R AM -Speichers , 

so 

Figur 2 ein Ausfuhrungsbeispiel eines erfindungsge- 
maBen integrierten Speichers, 

Figur 3 einen Stromverlauf des Speichers nach Figur 

2, 55 

Figur 4 ein Ausfuhrungsbeispiel eines Speichers, 
der mit einer einzelnen Stromquelle verbun- 



den ist, 

Figur 5 einen Stromverlauf des Speichers nach Figur 
4. 

[0017] Figur 1 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel eines 
MR AM -Speichers mit Speicherzeilen MC mit magneto- 
resistivem Speichereffekt. Als Speicherzeilen sind alle 
bekannten GMR-/TMR-Elemente geeignet, sofern sie 
hochohmigersind als die Spaltenleitungen, hier als Bit- 
leitungen BL0 bis BLn bezeichnet, und die Zeilenleitun- 
gen, hier als Wortleitungen WL0 bis WLm bezeichnet. 
Der Speicher weist hier eine beispielhafte Anzahl von 
Wortleitungen und Bitleitungen auf. Die Speicherzeilen 
MC, die in einem matrixforrnigen Speicherzellenfeld 1 
angeordnet sind, sind jeweils zwischen eine der Bitlei- 
tungen BL0 bis BLn und eine der Wortleitungen WLO bis 
WLm geschaltet. 

[0018] Zum Einschreiben einer Information bezie- 
hungsweise eines Datensignals in eine der Speicher- 
zeilen MC wird die entsprechende angeschlossene Bit- 
leitung und Wortleitung mit einer jeweiligen Stromquelle 
verbunden, die in Figur 1 nicht dargestellt sind. Durch 
die in den entsprechenden Leitungen flieBenden Stro- 
me wird an dem Kreuzungspunkt der Leitungen, an dem 
die betreffende Speicherzelle MC angeordnet ist, ein 
uberlagertes Magnetfeld erzeugt, das eine magnetische 
Schicht der betreffenden Speicherzelle in einem be- 
stimmten Zustand versetzt. 

[0019] Zum Auslesen eines Datensignals aus einer 
der Speicherzeilen MC ist die entsprechende Bitleitung 
beispielsweise mit einem Leseverstarker verbunden, 
der in Figur 1 ebenfalls nicht dargestellt ist. Zum Ausle- 
sen wird die betreffende Wortleitung angesteuert und 
mit einem vorgegebenen Potential bea'ufschlagt, so daB 
ein StromfluB durch die auszulesende Speicherzelle 
auftritt. Alle anderen Wortleitungen werden auf bei- 
spielsweise Bezugspotential gelegt. Der StromfluB 
durch die Speicherzelle wird durch den Leseverstarker 
an der angeschlossenen Bitleitung detektiert. 
[0020] Figur 4 zeigt in einer Ausfuhrungsform des 
Speichers nach Figur 1 eine Wortleitung WL2, an der 
die Speicherzeilen MC10, MC11 und MC12 angeschlos- 
sen sind. Diese sind jeweils mit den Bitleitungen BL0, 
BL1 beziehungsweise BL2 verbunden. Zum Einschrei- 
ben eines Datensignals beispielsweise in die Speicher- 
zelle MC 1 0 wird die Wortleitung WL2 mit der Stromquel- 
le Q verbunden. Entsprechendes wird fur die Spalten- 
leitung BL0 durchgefuhrt. Die Stromquelle Q treibt einen 
Strom I in der Leitung WL2. Da die Speicherzeilen MC1 0 
bis MC12 nicht uber Schaltmittel, wie beispielsweise 
Transistoren mit der Wortleitung WL2 verbunden sind, 
tritt in den Speicherzeilen ein Leckstrom IL10, IL11 be- 
ziehungsweise 1L12 auf. Um die Speicherzelle MC10 
ordnungsgemaB mit dem Datensignal zu beschreiben, 
ist an der Speicherzelle MC1 0 ein minimaler Strom Imin 
erforderlich zur Erzeugung eines entsprechenden Ma- 
gnetfeldes. Um diesen Strom zu erreichen, ist es erfor- 
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derlich, daB an der Einspeisestelle A ein erhohter Strom 
I eingespeist wird, um die Leckstrome IL11 und IL12 zu 
kompensieren. 

[0021] Ein beispielhafterschematischerStromverlauf 
fur den Strom I nach Figur4 ist in Figur 5 gezeigt. infolge 
der Leckstrome IL11 und IL12 ist der Strom I an dem 
Ort x10, an dem die Speicherzelle MC1 0 mit der Wort- 
leitung WL2 verbunden ist, um den Betrag Al vermin- 
dert. Das bedeutet, daB entsprechend der Anzahl der 
an der Wortleitung WL2 angeschlossenen Speicherzel- 
len ein um die Summe der Leckstrome erhohter Strom 
I eingespeist werden muS, um an der Speicherzelle 
MC10 den Strom Imin zu erzeugen. Die Stromquelle Q 
muB daher entsprechend groB dimensioniert werden. 
[0022] Die Speicherzellen MC10 bis MC12 werden 
von der Stromquelle Q entsprechend der ortlich unter- 
schiedlichen Strome beziehungsweise Magnetf elder 
unterschiedlich stark beschrieben. Fur den Fall, daB 
beispielsweise infolge von Alterung ein Leckstrom einer 
der Speicherzellen zunimmt, kann die Zuverlassigkeit 
des Speichers hinsichtlich der zu speichernden Daten 
beeintrachtigt werden, insbesondere wenn der minimal 
erforderliche Strom Imin an einerzu schreibenden Spei- 
cherzelle unterschritten wird. 

[0023] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt eines verein- 
facht dargestellten erfindungsgemaBen integrierten 
Speichers-rnit einer Wortleitung WLk und den Bitleitun- 
gen BLi-1 , BLi und BLi+1 , die in einem Speicherzellen- 
feld 1 nach derStrukturgemaB Figur 1 angeordnetsind. 
Die magnetoresistiven Speicherzellen MC1 bis MC3 
sind jeweils mit der gemeinsamen Wortleitung WLk ver- 
bunden. Die Speicherzellen MC1 bis MC3 sind dabei an 
den Kopplungsknoten x1 bis x3 mit der Wortleitung WLk 
verbunden. Die Wortleitung WLk weist eine erste Leiter- 
bahn LB1 und eine zweite Leiterbahn LB2 auf . Die Wort- 
leitung WLk weist die Anschlusse A1 und A2 auf, zwi- 
schen den Anschlussen A1 und A2 ist die Wortleitung 
WLk an den Kopplungsknoten x1 bis x3 mit den Spei- 
cherzellen MC1 bis MC3 verbunden. Die Leiterbahn 
LB1 ist an dem AnschluB A1 mit einer Stromquelle Q1 
verbunden. Die zweite Leiterbahn LB2 ist an dem An- 
schluB A2 mit einer weiteren Stromquelle Q2 verbun- 
den. Die Stromquelle Q1 treibt dabei den Strom 11 , die 
Stromquelle Q2 den Strom 12. Beim Schreiben eines 
Datensignals in eine der Speicherzellen MC1 bis MC3 
sind die Leiterbahnen LB1 , LB2 jeweils mit den Strom- 
quellenQI beziehungsweise Q2 verbunden. Estritt da- 
bei in den Speicherzellen jeweils ein Leckstrom IL1 bis 
IL3 auf. 

[0024] In dem gezeigten Ausfuhrungsbeispiel befin- 
den sich der AnschluB A1 und der AnschluB A2 an ge- 
genuberliegenden Seiten des Speicherzellenfeldes 1. 
Ebenso sind die Stromquelle Q1 und die weitere Strom- 
quelle Q2 an gegeniiberliegenden Seiten des Speicher- 
zellenfeldes 1 angeordnet Die Betrage der Strome 11 
und 12 sind im wesentlichen gleich. Dies wird durch ei- 
nen weitgehend gleichen Schaltungsaufbau der Strom- 
quellen Q1 und Q2 erreicht. 



[0025] Die in Figur 2 bezuglich der Wortleitung WLk 
dargestellte Schaltungsanordnung ist analog ebenfalls 
auf eine der Bitleitungen BLi-1 bis BLi+1 anwendbar, da 
diese zum Schreiben eines Datensignals in eine der an- 

5 geschlossenen Speicherzellen ebenfalls jeweils mit ei- 
ner entsprechenden Stromquelle verbunden sind. Da- 
bei bilden die durch die entsprechende Wortleitung be- 
ziehungsweise Bitleitung erzeugten Magnetfelder ein 
uberlagertes resultierendes Magnetfeld zum Program- 
me mieren der entsprechenden Speicherzelle. 

[0026] In Figur 3 ist schematisch ein beispielhafter 
Stromverlauf des Speichers nach Figur 2 gezeigt. Die 
Strome 11 und 12 werden an den Anschlussen A1 bezie- 
hungsweise A2 eingespeist. Die Strome 11 und 12 er- 

15 zeugen nach dem Superpositionsprinzip ein resultieren- 
des Magnetfeld, das durch den wirksamen Strom Ig = 
11 + 12 reprasentiert wird. Infolge der Leckstrome IL1 
und IL3 weist derwirksame Strom Ig an dem Kopplungs- 
knoten x2 eine Abweichung All 2 von dem Betrag Ig an 

20 den Anschlussen A1 beziehungsweise A2 auf. Durch 
den Einsatz derbeiden Stromquellen Q1 und Q2, wel- 
che sich jeweils an entgegengesetzten Enden der Wort- 
leitung WLk befinden, ergibt sich durch das Superposi- 
tionsprinzip ein im Vergleich zu Figur 5 wesentlich 

25 gleichmaBigerer Verlauf des wirksamen Stroms Ig. Die 
Abweichung AH 2 ist dabei im Vergleich zur Abwei- 
chung Al nach Figur 5 im wesentlichen halbiert. Die Zu- 
verlassigkeit des Speichers hinsichtlich der zu spei- 
chernden Daten ist auch weitgehend gewahrt, wenn 

30 zum Beispiel infolge von Alterung ein Leckstrom einer 
der Speicherzellen MC1 bis MC3 zunimmt, da ein gro- 
Berer Abstand zum Strom Imin vorhanden ist. 
[0027] Die Kontaktierungen der Wortleitung WLk be- 
ziehungsweise der Bitleitungen BLi-1 bis BLi+1 mit den 

35 Speicherzellen MC1 bis MC3 sind in Figur 2 (entspre- 
chend in Figur 4) jeweils nur symbolisch dargestellt. 
Physikalisch sind die Leitungen unmittelbar uber den 
Speicherzellen angeordnet, da das von dem jeweiligen 
Strom erzeugte Magnetfeld ausschlaggebend fur den 

40 jeweiligen Schreibvorgang ist. Die gezeigten Speicher- 
zellen sind hier aus jeweils drei Schichten aufgebaut. 
Sie weisen eine hartmagnetische Schicht HM, eineTun- 
nelbarriere TB und eine weichmagnetische Schicht WM 
auf. Bei einem Schreibvorgang wird dabei die jeweilige 

45 weichmagnetische Schicht WM von dem erzeugten Ma- 
gnetfeld in einen bestimmten Zustand versetzt. Anhand 
dieses Zustands ist zu einem spateren Zeitpunkt die ge- 
speicherte Information aus der Speicherzelle auslesbar. 

50 

Patentanspruche 

1. Integrierter Speicher 

55 - mit Speicherzellen (MC1 bis MC3) mit magne- 
toresistivem Speichereffekt, die jeweils mit ei- 
ner gemeinsamen elektrischen Leitung (WLk) 
verbunden sind, 
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bei dem die Leitung (WLk) eine erste Leiter- 
bahn (LB1) und eine zweite Leiterbahn (LB2) 
aufweist. 

bei dem die Leitung (WLk) einen ersten An- 
schluB (A1) und zweiten AnschluB (A2) auf- 5 
weist und zwischen den Anschlussen (A1 , A2) 
ah Kopplungsknoten (x1 bis x3) mit den Spei- 
cherzellen (MC1 bis MC3) verbunden ist, 
bei dem der erste AnschluB ( A1 ) der ersten Lei- 
terbahn (LB1) mit einer Stromquelle (Q1) und 10 
der zweite AnschluB (A2) der zweiten Leiter- 
bahn (LB2) mit einer weiteren Stromquelle (Q2) 
verbunden sind zum Einschreiben von Informa- 
tion in eine der Speicherzellen (MC1 bis MC3). 

15 

2. Integrierter Speicher nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die Speicherzellen (MC) in einem Speicherzel- 
lenfeld (1) angeordnet sind, das Spaltenleitun- 20 
gen (BLO bis BLn) und Zeilenleitungen (WLO 
bis WLm) aufweist, und jeweils mit einer der 
Spaltenleitungen (BLO bis BLn) und einer der 
Zeilenleitungen (WLO bis WLm) verbunden 
sind, 25 
die gemeinsame Leitung (WLk) eine derZeilen- 
leitungen (WLO bis WLm) oder eine der Spal- 
tenleitungen (BLO bis BLn) bildet. 

3. Integrierter Speicher nach Anspruch 2, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB 

der erste AnschluB (A1) und der zweite AnschluB 
(A2) an gegenuberliegenden Seiten des Speicher- 
zellenfeldes (1) angeordnet sind. 

35 

4. Integrierter Speicher nach einem der Anspriiche 2 
oder 3, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die Stromquelle (Q1) und die weitere Stromquelle 
(Q2) an gegenuberliegenden Seiten des Speicher- *o 
zeilenfeldes (1) angeordnet sind. 

5. Integrierter Speicher nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet, daB *5 

die Stromquelle (Q1) und die weitere Stromquelle 
(Q2) einen gleichen Schaltungsaufbau aufweisen. 



so 



55 
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PATENT COOPERATION TREATY 
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From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY 



To: 

MULLER HOFFMANN & PARTNER 
Attn. Kottmann, Dieter 
Innere Wiene r Strasse 17 
D-81667 Munc 
GERMANY 



Ji&l NGEGANGEN 
MULLER • HOFFMANN & PARTNER 



2 1. Feb. 2005 



PCT 




NOTIFICATION OF TRANSMITTAL OF- ~ 
THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT AND 
THE WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL 
SEARCHING AUTHORITY, OR THE DECLARATION 



(PCT Rule 44.1) 



c 



.te of mailing 
fy/month/year) 



21/02/2005 



Appiicanf s or agent's file reference 
13384 Ko/gi 



FOR FURTHER ACTION See paragraphs 1 and 4 below 



International application No. 
PCT/EP20 04/ 011218 



International filing date 

(day/month/year) 07/10/2004 



Applicant 

INFINEON TECHNOLOGIES AG 




/0 tfi§.*t6(& <t/ VrfyzuZjofo' 




□ 



The applicant is hereby notified that the international search report and the written opinion of the International Searching 
Authority have been established and are transmitted herewith. 

Filing of amendments and statement under Article 19: . _ . . ex 

The applicant is entitled, if he so wishes, to amend the claims of the International Application (see Rule 46): 
When? The time limit for filing such amendments is normally 2 months from the date of transmittal of the 
International Search Report; however, for more details, see the notes on the accompanying sheet. 

International Bureau of WIPO, 34 chemin des Cotombettes 
1211 Geneva 20, Switzerland, Fascimile No.: (41-22) 740.14.35 
For more detailed instructions, see the notes on the accompanying sheet 

The applicant is hereby notified that no international search report will be established and that the declaration under 
Article 17(2)(a) to that effect and the written opinion of the International Searching Authority are transmitted herewith. 



Where? Directly to the 



3. Q With regard to the protest against payment of (an) additional fee(s) under Rule 40.2, the applicant is notified that: 

n the protest together with the decision thereon has been transmitted to the International Bureau together with the 
L - J applicant's request to forward the texts of both the protest and the decision thereon to the designated Offices. 
["1 no decision has been made yet on the protest; the applicant will be notified as soon as a decision is made. 

4. Reminders 

Shortly after the expiration of 1 8 months from the priority date, the international application will be published by the 
International Bureau. If the applicant wishes to avoid or postpone publication, a notice of withdrawa of the international 
application, or of the priority claim, must reach the International Bureau as provided in Rules 90fes.1 and 90o/s.3, respectively, 
before the completion of the technical preparations for international publication. 

The applicant may submit comments on an informal basis on the written opinion of the International Searching Authority to the 
International Bureau. The International Bureau will send a copy of such comments to all designated Offices unless an 
international preliminary examination report has been or is to be established. These comments would also be made available to 
the public but not before the expiration of 30 months from the priority date. 

Within 19 months from the priority date, but only in respect of some designated Offices, a demand for international preliminary 
examination must be filed if the applicant wishes to postpone the entry into the national phase until 30 months from the priority 
date (in some Offices even later); otherwise, the applicant must, within 20 months from the priority date, perform the prescribed 
acts for entry into the national phase before those designated Offices. 

In respect of other designated Offices, the time limit of 30 months (or later) will apply even if no demand is filed within 19 
months. 

See the Annex to Form PCT/IB/301 and, for details about the applicable time limits, Office by Office, see the PCT Applicant's 
Guide, Volume II, National Chapters and the WIPO Internet site. 



Name and mailing address of the International Searching Authority 
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 




Authorized officer 
Alexandra Voye 



Form PCT/ISA/220 (January 2004) 



(See notes on accompanying sheet) 



NOTES TO FORM PCT/ISA/220 



Those Notes are intended to give the baaio instructions concerning the filing of amendments under article 1 9. The 
Notes are based on the requirements of the Patent Cooperation Treaty, the Regulations and the Administrative Instructions 
under that Treaty. In case of discrepancy between these Notes and those requirements, the latter are applicable. For more 
detailed information, see also the PCT Applicant's Guide, a publication of WIPO. ... 

In these Notes, "Article", "Rule", and "Section" refer to the provisions of the PCT, the PCT Regulations and the PCT 
Administrative Instructions respectively. 



INSTRUCTIONS CONCERNING AMENDMENTS UNDER ARTICLE 19 

The applicant has, after having received the international search report, one opportunity to amend the claims of the 
international application. It should however be emphasized that, since all parts of the international application (claims, 
description and drawings) may be amended during the international preliminary examination procedure, there is usually 
no need to file amendments of the claims under Article 1 9 except where, e.g. the applicant wants the latter to be published 
for the purposes of provisional protection or has another reason for amending the claims before international pbulication. 
Furthermore, it should be emphasized that provisional protection is available in some States only. 

What parts of the international application may be amended? 

Under Article 1 9, only the claims may be amended. 

During the international phase, the claims may also be amended (or further amended) under Article 34 before 
the International Preliminary Examining Authority. The description and drawings may only be amended under 
Article 34 before the International Examining Authority. 

Upon entry into the national phase, all parts of the international application may be amended under Article 28 
or, where applicable, Article 41 . 

When? Within 2 months from the date of transmittal of the international search report or 1 6 months from the priority 

date, whichever time limit expires later. It should be noted, however, that the amendments will be considered 
as having been received on time if they are received by the International Bureau after the expiration of the 
applicable time limit but before the completion of the technical preparations for international publication 
(Rule 46.1). 



Where not to file the amendments? 



How? 



The amendments may only be filed with the International Bureau and not with the receiving Office or the 
International Searching Authority (Rule 46.2). 

Where a demand for international preliminary examination has been/is filed, see below. 

Either by cancelling one or more entire claims, by adding one or more new claims or by amending the text of 
one or more of the claims as filed. 

A replacement sheet must be submitted for each sheet of the claims which, on account of an amendment or 
amendments, differs from the sheet originally filed. 

All the claims appearing on a replacement sheet must be numbered in Arabic numerals. Where a claim is 
cancelled, no renumbering of the other claims is required. In all cases where claims are renumbered, they must 
be renumbered consecutively (Administrative Instructions, Section 205(b)). 

The amendments must be made in the language in which the International application is to be published. 



What documents must/may accompany the amendments? 
Letter (Section 205(b)): 

The amendments must be submitted with a letter. 

The letter will not be published with the international application and the amended claims. It should not be 
confused with the "Statement under Article 1 9(1)" (see below, under "Statement under Article 19(1)*). 

The letter must be In English or French, at the choice of the applicant. However, If the language of the 
international application is English, the letter must be In English; if the language of the international application 
is French, the letter must be In French. 
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NOTES TO FORM PCT/ISA/220 (continued) 



The letter must indicate the differences between the claims as filed and the claims as amended. It must, in 
particular, indicate, in connection with each claim appearing in the international application (it being understood- 
that identical indications concerning several claims may be grouped) .whether 

(i) the claim is unchanged; 

(ii) the claim is cancelled; 

(iii) the claim is new; 

frv) the claim replaces one or more claims as filed; 

(v) the claim is the result of the division of a claim as filed. 



The following examples Illustrate the manner in which amendments must be explained in the 
accompanying letter: 

1 . [Where originally there were 48 claims and after amendment of some claims there are 51]: 
"Claims 1 to 29, 31 , 32, 34, 35, 37 to 48 replaced by amended claims bearing the same numbers; 
claims 30, 33 and 36 unchanged; new claims 49 to 51 added." 

2. [Where originally there were 1 5 claims and after amendment of all claims there are 11 J: 
'Claims 1 to 15 replaced by amended claims 1 to 1 1 ." 

3. [Where originally there were 14 claims and the amendments consist in cancelling some claims and in adcfing 
new claims]: 

"Claims 1 to 6 and 14 unchanged; claims 7 to 13 cancelled; new claims 1 5, 16 and 17 added, or 
"Claims 7 to 13 cancelled; new claims 1 5, 16 and 17 added; all other claims unchanged." 

4. [Where various kinds of amendments are made]: 

"Claims 1 -1 0 unchanged; claims 1 1 to 1 3, 1 8 and 1 9 cancelled; claims 1 4, 1 5 and 1 6 replaced by amended 
claim 1 4; claim 1 7 subdivided into amended claims 1 5, 1 6 and 1 7; new claims 20 and 21 added." 



"Statement under article 1 9(1 )" (Rule 46.4) 

The amendments may be accompanied by a statement explaining the amendments and indicating any impact 
that such amendments might have on the description and the drawings (which cannot be amended under 
Article 19(1}). 

The statement will be published with the international application and the amended claims. 
K must be In the language In which the international appplication Is to be published. 

It must be brief, not exceeding 500 words if in English or if translated into English. 

It should not be confused with and does not replace the letter indicating the differences between the claims 
as filed and as amended. It must be filed on a separate sheet and must be identified as such by a heading, 
preferably by using the words "Statement under Article 1 9(1 )." 

It may not contain any disparaging comments on the international search report or the relevance of citations 
contained in that report. Reference to citations, relevant to a given claim, contained in the international search 
report may be made only in connection with an amendment of that claim. 

Consequence if a demand for international preliminary examination has already been filed 

If, at the time of filing any amendments under Article 1 9, a demand for international preliminary examination 
has already been submitted, the applicant must preferably, at the same time of filing the amendments with the 
International Bureau, also file a copy of such amendments with the International Preliminary Examining 
Authority (see Rule 62.2(a)i first sentence). 



Consequence with regard to translation of the International application for entry into the national phase 

The applicant's attention is drawn to the fact that, where upon entry into the national phase, a translation of the 
claims as amended under Article 19 may have to be furnished to the designated/elected Offices, instead of, or 
- in addition to, the translation of the claims as filed. ' 

For further details on the requirements of each designated/elected Office, see Volume II of the PCT Applicant's 
Guide. 
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PCT 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

(PCT Article 18 and Rules 43 and 44) 



Applicant's or agenfs file reference 
13384 Ko/gi 


FOR FURTHER see Form pct/isa/220 

ACTION as we " as ' wnere applicable, item 5 below. 


International application No. 
PCT/EP2004/011218 


International filing date (day/month/year) 
07/10/2004 


(Earliest) Priority Date (day/month/year) 
10/10/2003 


Applicant 

INFINEON TECHNOLOGIES AG 



This International Search Report has been prepared by this International Searching Authority and is transmitted to the applicant 
according to Article 18. A copy is being transmitted to the international Bureau. 



This international Search Report consists of a total of . 



sheets. 



[x"| it is also accompanied by a copy of each prior art document cited in this report. 



1 . Basis of the report 

a. With regard to the language, the international search was carried out on the basis of the international application in the 
language in which it was filed, unless otherwise indicated under this item. 

I I The international search was carried out on the basis of a translation of the international application furnished to 
this Authority (Rule 23.1 (b)). 

b. Q With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, see Box No. I. 

2. P] Certain claims were found unsearchable (See Box II). 

3. Q Unity of invention is lacking (see Box III). 

4. With regard to the title, 

[x] the text is approved as submitted by the applicant. 

| | the text has been established by this Authority to read as follows: 



5. With regard to the abstract, 

fx] the text is approved as submitted by the applicant. 

I I the text has been established, according to Rule 38.2(b), by this Authority as it appears in Box No. IV. The applicant 
may, within one month from the date of mailing of this international search report, submit comments to this Authority. 

6. With regard to the drawings, 

a. the figure of the drawings to be published with the abstract is Figure No. 5 

|~x] as suggested by the applicant. 

| | as selected by this Authority, because the applicant failed to suggest a figure. 

| | as selected by this Authority, because this figure better characterizes the invention. 

b. Q none of the figures is to be published with the abstract. 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International Application No 

PCT/EP2004/011218 



A, CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 
IPC 7 G11C11/16 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



BTFIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 G11C 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , WPI Data 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 2002/097602 Al (LAMMERS STEFAN) 
25 July 2002 (2002-07-25) 
paragraphs '0007!, '0033! - '0036!; 
figure 3 

EP 1 182 666 Al (INFINEON TECHNOLOGIES AG) 
27 February 2002 (2002-02-27) 
paragraphs '0007!, '0023! - '0026! 

US 4 990 797 A (REAL ET AL) 
5 February 1991 (1991-02-05) 
column 2, lines 45-64; figure 1 

US 5 739 718 A (CHEVR0ULET ET AL) 
14 April 1998 (1998-04-14) 
column 2, lines 22-65; figure 1 



1-27 



1-27 



1-27 



1-27 



□ 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



ID 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 

considered to be of particular relevance 
"E" earlier document but published on or after the international 

filing date 

■L" document which may throw doubts on priority ctaim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

■P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



'T' later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be <x>nsidered novel or cannot be considered to 
involve an inventive step when the document is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art. 

'&* document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



9 February 2005 



Date of mailing of the international search report 



21/02/2005 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk • 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Lindquist, J 
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INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 



International Application No 

PCT/EP2004/011218 



Patent document 
cited in search report 



Publication 
date 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



US 2002097602 Al 25-07-2002 



EP 1433181 A2 

JP 2004537848 T 

-TW 571310 B 

W0 03001532 A2 
TW 560037 B 



30-06-2004 
16-12-2004 
11-01-2004 
03-01-2003 
01-11-2003 



EP 


1182666 


Al 


27- 


-02- 


-2002 


DE 


10033486 Al 


24-01-2002 














CN 


1335625 A 


13-02-2002 














JP 


2002093150 A 


29-03-2002 














US 


2002018360 Al 


14-02-2002 


US 


4990797 


A 


05- 


-02- 


-1991 


WO 


9105301 Al 


18-04-1991 


US 


5739718 


A 


14- 


-04- 


-1998 


FR 


2734378 Al 


22-11-1996 














DE 


69609563 Dl 


07-09-2000 














EP 


0743586 Al 


20-11-1996 
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